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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/16/A/203, “Daudzslanu silicija
nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slaniem” paveikto laika posma
01.05.2019.-31.07.20109.

Parskata perioda veikti sekojoSie petijumi:

Veikta 3. aktivitaté izgatavoto nanokondensatoru Uz zemas pretestibas Si plaksném
elektrisko parametru mérisana.

Meriti un analizéti SisNs nanoslanu fotoelektronu (FE) un termostimulétas
eksoelektronu emisijas (TSEE) spektri 3. aktivitaté izgatavotiem Si-SiO2-SisN4 paraugiem.

Si-SizN4 paraugi ar SisNs slana biezumu 20, 40 un 60 nm tika apstaroti ar 1 kGy gamma
starojumu un tika salidzinati neapstaroto un apstaroto paraugu infrasarkanas absorbcijas spektri
(1. attels).
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1. att€ls. Neapstarotu un ar 1 kGy gamma starojumu apstaroto Si-SisNs paraugu infrasarkanas
absorbcijas spektri: (a) vienslana SisNs; (b) daudzslanu SizNa.

Vienslana SisN4 gadijuma (1.(a) att.) 60 nm biezam slanim p&c apstaroSanas Samazinas
Si-N asimetrisko sai$u signala (ap 1100 cm™) intensitate. Daudzslanu SisNs4 gadijuma
(1.(b) att.) starojuma ietekme praktiski nav novérojama. Tas liecina par to, ka daudzslanu SizNs,
kas sintez&ts uz zemas pretestibas Si plaksnes virsmas, ir stabilaks par vienslana SizNa.

Tiek gatavots raksts par iesp&ju analizét skabekla veidotus elektriski aktivus centrus
SisNs nanoslanos, apstarojot SisNs nanoslanus ar infrasarkano starojumu un nomérot
apstarotiem nanoslaniem infrasarkanas absorbcijas spektrus ATR-FTIR (Attenuated Total
Reflection Fourier Transform Infrared Spectrometry) rezima.
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